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全率固溶可能なα-(AlxGa1-x)2O3混晶系は，バンドギャップ制御範囲が5.3–8.8 eVと広く，ヘテロ構

造や超格子を利用した量子エレクトロニクス応用が期待される．しかしながら，現状α-Ga2O3系に

おいては，α-Fe2O3/Ga2O3多重量子井戸[1]や，α-(Al0.2Ga0.8)2O3/(Al0.9Ga0.1)2O3多層構造[2]が報告され

ているのみである．そこで，混晶系を構成する母物質のα-Al2O3とα-Ga2O3で構成された

α-Al2O3/Ga2O3超格子を作製したので報告する． 

ラジカル支援 MBE 法を用いて r 面 sapphire 基板上に Ga2O3層の厚をパラメーターとして 10 周

期の α-Al2O3/Ga2O3超格子を基板温度 580ºC で作製した．作製した超格子（A, B, C）の Al2O3/Ga2O3

各層の厚みは，X 線反射率パターンの解析から dAl = 5.80 (A), 6.12 (B), 5.97 nm(C)，dGa = 0.45 (A), 

0.95 (B), 1.28 nm (C)であった．これらのサンプルの XRD θ-2θパターンを図 1 に示す．dGaが 1 nm

未満の A, B では超格子ピークが確認できるほど結晶性が良好であるが，dGa = 1.28 nm の C ではピ

ークが広がり結晶性が著しく低下している．対応するサンプルの逆格子マップを図 2 に示す．A, 

Bでは超格子と基板がコヒーレントな関係を示し，Cでは部分的に緩和している様子がみられる．

これらの結果から，格子定数不整合度が最も大きな α-Al2O3 と α-Ga2O3 組合せであっても dGa ~1 

nm までは，高結晶なコヒーレント超格子の作製が可能であると分かった．発表では TEM 観察結

果についても議論する予定である． 
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Fig. 1. XRD pattern of the Al2O3/Ga2O3 

superlattice structures. 
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Fig. 2. XRD reciprocal space maps of the Al2O3/Ga2O3 superlattice 

structures. 
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